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RESUMO

Os varist8res de éxido de zinco sio materiais eletroceramicos
que apresentam alta nZo-linearidade na curva corrente—-tensZfo, alta
absorg¢io de energia e baixa corrente de fuga. Sendo materiais
policristalinos, a absorg3o de energia ocorre essencialmente nos
contornos de grios distribuidos pelo seu volume, conferindo-1lhes
excelentes propriedades elétricas. Estas propriedades elétricas
estio diretamente relacionadas com a microestrutura, composicg3o
quimica e distribui¢io de fases, sendo entZo de fundamental
importancia o tipo de processamento empregado, a natureza dos
6xidos dopantes, a temperatura e tempo de sinterizagio e o tipo de
resfriamento.

A composi¢Xio quimica destes materiais & compreendida pela maior
parte de In0 (>%0 mol%) que & um semicondutor do tipo n, e o
restante por outros ¢xidos dopantes, tais como Biz0a, CO0s04, MnOz2z,
Sb20s, S5i02, Al20s, etc. Cada ¢éxido tem uma fungio bem definida

dentro das propriedades varistéras, podendo ser dividido em dois
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grupos, quando analisado segundo suas propriedades elétricas.

Estes grupos s3o : oxidos dielétricos (formam uma segunda fase
entre os grios de IZIn0) e &xidos semicondutores, que podem ser
divididos em dois grupos : semicondutor tipo p e éxidos

alteradores de condutividade.

Uma teoria sobre os efeitos dos 6xidos dopantes nos varistéres
de Zn0 foi apresentada por Levinson e Matsuoka, que analisando as
microestruturas desses materiais verificaram que os graos de ZInOD
estXZo tridimensionalmente separados entre si por uma camada
intergranular formada pelas reag¢des entre os aditivos e estes com
o éxido de zinco. Esta teoria ¢ considera que os grZos de Zn0 s3io
perfeitamente condutores e s3o envolvidos por éxidos aditivos, os
quais formam uma barreira de condug3o elétrica.

As aplicag¢gdes dos varist®res sZo principalmente no campo de
protecio, eliminando os surtos de tensZo, isto ¢, mantendo-a em
niveis seguros.

As especificag®es dos varist8res ou para-raios nos sistemas
elétricos ¢ definido a partir do campo elétrico de ruptura
possibilitando a confecg3o dos varistdres para a sua tens3o
espec{fica de trabalho. A tens3io de servig¢o do varistor pode ser
estabelecida com a determinag3io da tensio de ruptura, que &
proporcional ao namero de camadas intergranulares conectadas em
série e em paralelo.

Este trabalho apresenta resul tados de um estudo que teve como
objetivo analisar o efeito da températura de sinterizagio nas
caracteristicas elétricas de dois varist8res A base de In0O,
dopados com pequenas quantidades de &éxidos como apresentado na
Tabela 1. AnAlise microestrutural, envolvendo difragZo de raios-X,
microscopia eletrédnica de varredura e de transmiss3o foram
realizadas para o estudo das fases intergranulares.

As amostras apresentaram distribuig¢Zo homogenea das fases e
superficie de fratura com aspecto basicamente intergranular. Os
valores dos coeficientes de nZo-linearidade aumentaram com o
aumento da temperatura de sinterizagZo de 1000°C A 1150°C e com o
aumento da concentragio dos &éxidos dopantes, como apresentado nas
figuras 1 e 2. 0 campo de ruptura foi determinado para todas as

amostras.
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Figura 2. Curva caracteri{stica E versus J dos sistemas com

composicio 09 e composig¢io 10 a(&150°6h
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TABELA 1. ComposigXo dos varistéres em mol%

Coal0a4 MnO2 Sbz20s Si0O2 Al20s

B T ————

1.0 1.0 1.0 0.5 0.02

o9 93.50 3.0
0.75 0.75 0.375 0.02

?5.13 2.25 0.75
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